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２００１ 第１１回 RCJ信頼性シンポジウム 

全体プログラム 

日時： 200１年11月７日（水）～９日（金）        開催場所： 大田区産業プラザ 

 

日時 １１月７日（水） １１月８日（木） １１月９日（金） 

項目 信頼性向上技術セミナー 
招待講演、 

国際技術交流会

EOS/ESD/EMC

シンポジウム 

電子デバイスの信

頼性シンポジウム 

EOS/ESD/EMC

シンポジウム 

会場 ４階コンベンションホール ４階コンベンションホール ４階コンベンションホール 

 Ａ会場 Ｂ会場 Ａ会場 Ｂ会場 Ａ会場 Ｂ会場 

午前 

 

（10:00～12:10） 

信頼性セミナー 

（最新VLSIの故

障物理（TDDB,

配線技術）） 

（10:00～12:00） 

ＥＳＤセミナー 

（最新半導体デバ

イスのESD問題と

ESD障害防止技

術） 

(10:00～12:00) 

招待講演 

・CMOS微細化限

界と信頼性 

・電子機器の機能

安全規格の動向

(10:00～12:00) 

ＭＲヘッド 

一般論文 

６件 

（10:00～12:00） 

小セミナー 

半導体デバイスの

市場における故障

モードと故障解析 

（１0:00～11:30）

 

一般論文 

３件 

昼 

(休憩） 

（12:10～13:00） 

 

（12:00～13:00） 

 

（12:00～12:15） 

優秀論文表彰式 

（12:15～13:30） 

懇親会（於：１階大展示場） 

（12:00～13:00） 

 

（11:30～12:30）

 

午後 

前半 

（13:00～17:15） 

 

信頼性セミナー 

（13:00～17:00） 

 

ＥＳＤセミナー 

（13:30～14:30） 

国際技術交流会 

（13:00～14:30） 

一般論文 ３件 

（12:30～14:00）

一般論文 ３件

午後 

 

後半 

（15:00～17:00）
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・信頼性工学にお

ける新しい潮流

（15:00～17:00）

MRヘッド 

一般論文 

６件 

（14:45～16:45） 

 

一般論文 

４件 

（14:30～16:30）

招待 １件 

一般論文 

２件 

展示会主催

基礎講座 

（有料） 

（10:00～16:30） 

基礎講座セミナー：A（基礎） 

(１階大展示場内会場) 

（10:00～16:30） 

基礎講座セミナー：B（ﾃﾞﾊﾞｲｽ） 

  (１階大展示場内会場) 

（10:00～16:30） 

基礎講座セミナー：C（対策） 

(１階大展示場内会場) 

展示会 

（無料） 

（10:00～17:00） 

(１階大展示場) 

（10:00～17:00） 

（１階大展示場） 

（10:00～17:00） 

（１階大展示場） 



 

ご 挨 拶 
 

第１１回RCJ信頼性シンポジウムを平成１３年１１月７日（水）～８日（金）の３日間、

「電子デバイスの信頼性シンポジウム」、「EOS/ESD/EMCシンポジウム」を軸として国

際技術交流会、信頼性向上技術セミナー及び展示会を含め東京都大田区産業プラザで開

催致します。今回は、「EOS/ESD/EMCシンポジウム」で「MRヘッドのESD現象と対策」

のセッションを新設し、本シンポジウムの範囲が広がっております。 

電子デバイスの進展は目覚しく、高集積化・高機能化・超微細化が急速に進んでいま

す。最近の技術開発では、これまでの従来技術の延長線上にある技術開発と異なり、銅

配線技術のような新材料を導入した全く新しい技術の開発が進んでいます。一方、信頼

性技術に関して、これまでは信頼性の作り込みを基本におき、技術蓄積を重要視してき

ました。しかし、最近の新しい技術の導入に伴い、従来の技術蓄積が使えず、信頼性評

価を最初からやり直さなければならない状況に追い込まれています。このような状況、

さらには開発期間の短期化の要求に伴い、信頼性に関するアプローチの仕方や考え方を

改める必要があると考えます。  

半導体デバイスの高機能化・超微細化に伴い過電圧（EOS）や静電気放電（ESD）に対

する耐性も確実に低下しており、歩留りや信頼性向上のためには、ESD対策も不可欠とな

っています。さらに高速化に伴いLSIから発生する電磁波対策、外部から進入する電磁波

に対する装置の誤動作対策などいわゆる電磁環境両立性（EMC）も問題となっています。

これらの問題を克服してより一層の高信頼性を達成するためには、基本技術としての信

頼性技術・故障解析技術の向上、EOS/ESD/EMC現象把握や対策技術向上が必須となりま

す。また、最近ESD問題は半導体デバイス以外に、液晶デバイス、MRヘッドなどでも問

題となっており、そのESD対策も注目されています。このような状況を鑑み、この分野の

研究・技術発表と討論の場を提供すること、またその中からIECやJISの新規格作成のため

のテーマの発掘や資料の蓄積を図ることを目的として、本シンポジウムは企画され、平

成３年度から開催されてきました。幸い多くの方々のご協力を得て、回を重ねる毎に内

容が充実してきており、若い参加者も増加し、順調に発展して参りました。 

本シンポジウムは、米国EOS/ESDシンポジウムと欧州の電子デバイスの信頼性・故障

解析シンポジウム（ESREF）との優秀論文の交換を行っており、優秀論文の講演・討論

を通して国際技術交流を行っております。また、本シンポジウムで推薦され優秀論文は、

いずれかのシンポジウムに招待論文として招待されます。なお、米国EOS/ESDシンポジ

ウムとは1994年以来、欧州ESREFシンポジウムとは1996年から交流を進めております。 

第１１回RCJ信頼性シンポジウムは、第１日目の７日に、ESDと信頼性に関するセミナ

ーを行います。ESDセミナーでは、微細化によりESD耐性が低下している最新の半導体デ

バイスのESD問題、液晶デバイス、GMRヘッド等の注意深い考慮が必要な製造現場にお

けるESD対策について、この分野の専門家により解説いたします。信頼性セミナーでは、

微細化VLSIで従来にも増して重要となるゲート酸化膜信頼性、微細MOSFETの信頼性、

配線信頼性を中心に、当センターの故障物理委員会の委員により解説いたします。第２

日目には、恒例の招待講演と優秀論文の表彰式及び国際技術交流会が行われます。招待



 

講演では、現在話題となっていますCMOSの微細化限界と信頼性、電子機器の機能安全規

格について、現状と将来動向について、その分野の第一人者による講演があります。優

秀論文の表彰式では、昨年の第10回ＲＣＪ信頼性シンポジウムの２件の優秀論文の表彰

を行います。国際技術交流会では、2000年米国EOS/ESDシンポジウム優秀論文の発表が

あります。今回は、残念ながらESREFの優秀論文の発表はありません。その後、信頼性

工学の新しい潮流についての招待講演があります。また、午前・午後の招待講演のセッ

ションと並行して、「MRヘッドのESD問題と対策」のセッションを開催いたします。こ

のセッションは今回新設したセッションです。MRヘッドの分野は現在最も厳しいESD対

策が必要と考えられている分野で、活発な討論が期待されます。 

９日の最終日には、「電子デバイスの信頼性シンポジウム」と「EOS/ESD/EMCシンポ

ジウム」を並行して開催致します。「電子デバイスの信頼性シンポジウム」では、小セ

ミナーとして、半導体デバイスの市場における故障モードと故障解析の話題を取り上げ

ております。その他、半導体デバイスの故障物理、鉛フリーはんだ技術の信頼性などの

発表があります。「EOS/ESD/EMCシンポジウム」では、ESD対策、対策用資材、最新半

導体デバイス技術（SOIデバイス）のESD問題等の報告があります。 

また、好評を頂いております「信頼性向上技術展示会」が、２３社のご協力により開

催致します。本年は昨年と同様に展示会場を１階大展示場とし、展示スペースを広く取

り余裕のある展示と致します。EOS/ESD/EMC対策用資材・評価装置、信頼性・故障解析

装置やサービスに特化した展示会として、一層充実して展示を行います。同時に、基礎

講座セミナーとして初心者向けの静電気の基礎を扱う基礎編、デバイス評価・解析を扱

うデバイス編、固有のESD対策を扱う対策編を、毎日テーマを変えて開催いたします。ま

た展示各社の技術・製品紹介のワークショップも行います。ご質問、ご相談がありまし

たら遠慮なく出展社スタッフにお申し付け下さい。 

以上のように、今年は参加者のお役に立つことを願い、多くの企画をいたしました。

本シンポジウムは参加者の討論への積極的参加により支えられておりますので、皆様の

ご協力をお願い致します。 

最後に、企画や会場を始め種々ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、論文審査委員

会、関連TC国内委員会ならびに招待講演者、講師、発表者及び出展会社各位、さらに米

国ESD協会、欧州ESREF委員会、協賛諸団体の方々に心からお礼申し上げます。 

 

平成１３年１１月 

ＲＣＪ信頼性シンポジウム運営委員会 

 委員長 後川 昭雄 
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